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MỞ ĐẦU 

 

Ngày nay khoa học kỹ thuật ngày càng phát triển thì nhu cầu tạo ra vật 

liệu mới tốt hơn, rẻ hơn, có tính chất ưu việt hơn để thay thế vật liệu truyền 

thống là vấn đề được các nhà nghiên cứu đặc biệt quan tâm. Một trong số các 

vật liệu được nghiên cứu và chế tạo mà chúng ta phải kể đến đó là siêu vật 

liệu (Metamaterials). Siêu vật liệu là vật liệu nhân tạo, loại siêu vật liệu được 

nghiên cứu đầu tiên và nhiều nhất là siêu vật liệu có chiết suất âm (negative 

refraction). Để tạo ra vật liêu biến hóa có chiết suất âm, cách đầu tiên là người 

ta dùng cấu trúc kết hợp, trong cấu trúc này chiết suất âm được tạo ra từ sự 

kết hợp hai thành phần: một thành phần tạo ra độ điện thẩm âm và một thành 

phần tạo ra độ từ thẩm âm. Cách thứ hai là bằng cách thay đổi các tham số 

cấu trúc để cho vùng cộng hưởng điện và cộng hưởng từ trong một cấu trúc 

tiến gần đến nhau tuy nhiên phương pháp này gặp phải hạn chế là vùng chiết 

suất âm thường rất hẹp và phá vỡ tính đối xứng của cấu trúc [1]. Gần đây một 

hướng nghiên cứu vật liệu có chiết suất âm sử dụng cộng hưởng bậc cao đang 

được tập trung nghiên cứu [1]. Cách tiếp cận này dựa trên mô hình lai hóa cho 

cấu trúc đối xứng nên không cần phải phá vỡ tính đối xứng. Bên cạnh mode 

cơ bản, cộng hưởng từ có thể được tạo ra bởi mode bậc cao. Sự chồng chập 

giữa mode này và mode điện cơ bản dễ hơn rất nhiều so với sự chồng chập 

của hai mode điện và từ cơ bản. Bằng cách này, Soukoulis và cộng sự [1] đã 

tạo ra chiết suất âm ở vùng tần số 15.5 GHz. Nhóm của Soukoulis đã sử dụng 

cấu trúc dựa trên vòng cộng hưởng có rãnh và thanh kim loại. Đây là một cấu 

trúc phức tạp và mật độ kim loại trên bề mặt cao vì vậy khó khăn trong việc 

chế tạo và sẽ gây ra tổn hao lớn đặc biệt là chế tạo siêu vật liệu hoạt động ở 

vùng tần số cao. Vì vậy, để khắc phục nhược điểm này, hướng sử dụng cấu 

trúc cặp dây bị cắt (cut-wire pair-CWP) đơn giản hơn để tạo chiết suất âm mà 

vẫn dựa trên nguyên tắc kết hợp cộng hưởng từ bậc cao chồng chập với cộng 


